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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Кооперативна кінетика дефектів та доменних структур у сегнетоелектриках

Назва роботи англійською:
Cooperative kinetics of defects and domain structure in ferroelectrics

Реферат українською:
Об’єкт дослідження – сегнетоелектрики з рухливими іонними та електронними носіями заряду. Предмет
дослідження – основні особливості формування і кооперативної еволюції доменних структур. Мета проєкту
– встановлення основних особливостей формування і кооперативної еволюції доменних структур у
сегнетоелектриках з рухливими іонними та електронними носіями заряду (об'ємними та/або
поверхневими). Методика дослідження. Для теоретичного опису полярних та електрофізичних властивостей
сегнетоелектриків з рухливими іонними та електронними носіями заряду використаний феноменологічний
підхід Ландау-Гінзбурга-Девоншира (ЛГД), теорія пружності, електродинаміка та теорія напівпровідників.
Інфрачервона (ІЧ) та Раман-спектроскопія, вимірювання явищ переносу використані в експериментальних
дослідженнях полярних, структурних та зарядово-транспортних властивостей сегнетоелектриків. Основні
результати: Встановлений вплив флексоелектричного і електрострікційного зв'язків, температури і
розмірних ефектів на динаміку доменної структури в тонких сегнетоелектричних плівках з зарядженими
дефектами. Встановлений вплив екранування спонтанної поляризації на кооперативну динаміку заряджених
дефектів та доменної структури у тонких плівках сегнето- та анти-сегнетоелектриків. Відпрацьована
методика підготовки різних типів сегнетоелектриків для вимірювання їх спектрів Раманівського розсіювання
та ІЧ поглинання. Проведений аналіз спектрів Раманівського розсіювання зразків сегнетоелектриків з
домішками та дефектами для характеризації зразків. Відпрацьована методика вимірювань характеристик
явищ переносу у сегнетоелектриках з фотоактивними домішками та зарядженими дефектами. Визначена
роль кооперативних явищ у характеристиках досліджуваних матеріалів на основі визначених
експериментально особливостей явищ переносу та електро-хімічного реверсування поляризації
сегнетоелектриків та антисегнетоелектриків.

Реферат англійською:
Research object - ferroelectrics with mobile ionic and electronic charge carriers. Research subject - main features
of formation and cooperative evolution of domain structures. Purpose of work - establishment of the main features
of the formation and cooperative evolution of domain structures in ferroelectrics with mobile ionic and electronic
charge carriers (bulk and / or surface). Research methods. Landau-Ginzburg-Devonshire (LGD) phenomenological
approach, elasticity theory, electrodynamics and semiconductor theory are used to describe the polar and
electronic properties of the ferroelectrics with mobile defects. Infrared (IR) and Raman spectroscopy,
measurements of charge transfer phenomena are used for experimental studies of polar, structural and charge
transport properties of ferroelectrics. Results: The influence of flexoelectric and electrostriction coupling,
temperature and size effects on the dynamics of the domain structure in thin ferroelectric films with charged
defects. The influence of spontaneous polarization screening on the cooperative dynamics of charged defects and
domain structure in thin films of ferroelectric and anti-ferroelectrics is established. The method of preparation of
different types of ferroelectrics for measuring their Raman scattering and IR absorption spectra has been
developed. The analysis of Raman scattering spectra of ferroelectric samples with impurities and defects for
characterization of samples is carried out The method of measuring the characteristics of charge transfer
phenomena in ferroelectrics with photoactive impurities and charged defects has been developed The role of
cooperative phenomena in the characteristics of the studied materials is established on the basis of experimentally
determined features of the charge transfer phenomena and electrochemical reversal of polarization of



ferroelectrics and antiferroelectrics.

Індекс УДК:  538.91Ф405; 548.5.01 

Коди тематичних рубрик: 29.19.15

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Морозовська Ганна Миколаївна

Науковий ступінь: д. ф.-м. н.

Вчене звання: с.н.с.

Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:



VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Теорія основних особливостей формування і кооперативної еволюції
доменних структур у сегнетоелектриках з рухливими іонними та електронними носіями заряду (об'ємними
та/або поверхневими).

Назва НТП англійською: Theory of the main features of the formation and cooperative evolution of domain
structures in ferroelectrics with mobile ionic and electronic charge carriers (bulk and / or surface).

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати: Методи, теорії

Галузь застосування: 72.19

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: 1. Встановлений вплив флексоелектричного і електрострікційного зв'язків, температури і
розмірних ефектів на динаміку доменної структури в тонких сегнетоелектричних плівках з зарядженими
дефектами. 2. Встановлений вплив екранування спонтанної поляризації на кооперативну динаміку
заряджених дефектів та доменної структури у тонких плівках сегнето- та анти-сегнетоелектриків. 3.
Відпрацьована методика підготовки різних типів сегнетоелектриків для вимірювання їх спектрів
Раманівського розсіювання та ІЧ поглинання. 4. Проведений аналіз спектрів Раманівського розсіювання
зразків сегнетоелектриків з домішками та дефектами для характеризації зразків. 5. Відпрацьована методика
вимірювань характеристик явищ переносу у сегнетоелектриках з фотоактивними домішками та
зарядженими дефектами. 6. Визначена роль кооперативних явищ у характеристиках досліджуваних
матеріалів на основі визначених експериментально особливостей явищ переносу та електро-хімічного
реверсування поляризації сегнетоелектриків та антисегнетоелектриків. 7. Порівняні теоретичні результати з
експериментальними вимірюваннями характеристик явищ переносу в гетероструктурах, які містять
нанорозмірні сегнетоелектрики.
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